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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

銅酸化物高温超伝導体の単結晶を用いたテラヘルツ帯のデバイスを作製することが
装置利用の目的になります。具体的には、デバイス作製のために、μPG501、ダイ
シングマシン、 ワイヤ・エポキシダイボンダ、スパッタリング装置、イオンミリン
グ装置を利用させていただきました。

実験
Experimental

結晶の微細加工用のフォトマスクを作製するために、μPG501を使用しました。マ
スクのパターンは長方形が多く、例えば80×400マイクロメートルのパターンを作
製しました。加工した結晶への電極配線のためにスパッタリング装置を利用しまし
た。また電極や結晶の加工の一部に、イオンミリング装置を使用しました。その他、
シリコンなど基板をカットするのに、ダイシングマシンを利用しました。さらにデ
バイスの配線のためにワイヤ・ボンダも利用しました。

結果と考察
Results and Discussion

μPG501を使用することで、フォトマスクのサイズや形状を幅広く調整できること
が確認できました。電極用のスパッタ膜に関しては、成膜の金属の組み合わせを調
整することで、基板との物理的接触を強くすることができました。これらの技術を
適宜組み合わせることで、目指すデバイスの作製及びその特性評価を実施しました。
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Figures, Tables and

Equations
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